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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО
ПРЕССОВАНИЯ НА КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ
КЕРАМИК TL2BA2CACU2OyFx(X=0; ОД; 0,2)

Актуальной проблемой до сих пор является определение роли кри
сталлохимических параметров высокотемпературных сверхпроводников 
(ВТСП) в повышении температуры перехода в сверхпроводящее состояние 
(Тс) [1]. Целью работы является поиск взаимосвязи между 
кристаллохимическими параметрами и Тс для таллиевой керамики 
Tl2Ba2CaCu2OvFx(x=0; 0Л; 0,2).

Образцы керамик готовились из пероксида бария, дифторида бария и 
оксидов таллия, меди, кальция. Учет повышенной летучести таллия был 
произведен добавлением избыточного количества Т120 3 (10 мас.%), так что 
исходная шихта имела состав:

1.1 хТ120 3+ х/2 *BaF2+ (2-х/2)хВа02+1 .OxCaO+2,OxCuO,
гдел: = 0,0;0,1; 0,2.

Предварительное прессование составов осуществлялось при давле
нии 100 МПа (образцы изготавливались в виде таблеток 012 мм и высотой 
4-5мм). Диапазон прикладываемого давления составил ( 1 - 5 )  ГПа (с вы
держкой 5 минут при комнатной температуре). Синтез образцов проводил
ся в одну стадию на воздухе при температуре 825°С, в течение 3 часов. 
Для изучения структуры керамик применялся рентгеноструктурный анализ 
(ДРОН-ЗМ, СиКа , шаг сканирования 0.02°, диапазон сканирования 20°-60\ 
экспозиция 10 секунд в каждой точке). Все расчеты проводились с помо
щью программы QUANTO [2].

Синтез образцов был проведен при 825°С. Образцы с точки зрения 
рентгенофазового анализа были однофазными. В то время как однофаз- 
ность керамических образцов тех же составов, но без применения высоко
го давления (ВД), достигалась лишь при 840°С [3]. Температуры перехода 
в сверхпроводящее состояние (Тс) образцов, обработанных ВД (табл.1), 
соответствуют значениям температур перехода в сверхпроводящее состоя
ние для образцов, полученных без использования ВД [3].

Анализ результатов уточнения параметров решетки показывает, что 
с ростом величины высокого давления компактирования от 1 до 2,5 ГПа 
происходит: уменьшение расстояния 03 -  02; увеличение расстояния Си- 
02; уменьшение расстояния Са -  01 ; уменьшение расстояния Ва -  03;

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



30

практически не меняется координата Z03; увеличение координаты zBa- А с 
изменением х от 0  до 0 ,2 : практически не меняется координата zn; умень
шается координата zBa; уменьшение расстояния Ва -  03 . Видно, что наи
большему воздействию в связи с изменением величины давления и кон
центрации фтора подверглись атомы бария. Что качественно согласуется с 
данными, приведенными в [4 ]. Более того, расстояние d(CuC>2 - Ва) дейст
вительно изменяется с изменением содержания фтора (судя по изменению 
координаты zBa).

Таблица 1 -  Температура перехода в сверхпроводящее состояние
образцов системы Tl2Ba2CaCu20 8-x/2Fx (где х=0; 0,1; 0,2)

Обрашахс

Темтвралура праж ан* я ев ерспражсалхцв* 
састаююие Те. К

1 ГП * 2.5 т а . 5 Г П а
825
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М И

х= QD 1 0 5 ,1 108 106.5 10В 106 1СР
х=П1 1 0 . 4 112 1 13.5 1 1 3 113.4 116
x -Q 2 105 107 10? 112 108 107

Таким образом, применение высокого давления на стадии компакти- 
рования исходной шихты позволяет: 1) снизить температуру синтеза кера
мики Tl2Ba2CaCu2OvFx(x=0;0,l;0,2) с 840 °С (для образцов необработанных 
высоким давлением [3]) до 825 °С; 2) получить более совершенные образ
цы (по сравнению с образцами, полученными без использования высокого 
давления), имеющие большую плотность и меньшую ширину перехода (4- 
7 К); 3) с ростом содержания фтора в системе Tl2Ba2CaCu20yFx (х=0; 0,1; 
0,2) происходит уменьшение носителей заряда (дырок), что сказывается на 
величине температуры перехода в сверхпроводящее состояние. Управле
ние изменением расстояний Cu-Cu и Си02 - Ва может явиться одним из 
способов изменения Тс.
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